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VII. Відомості про ДіР
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Модифікація поверхні і об'єму кристалів та тонких плівок звичайних і напівмагнітних напівпровідників для
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 В роботі були одержані і досліджені нові кристали та тонкі плівки звичайних і напівмагнітних
халькогенідних напівпровідників та оксидів металів. Встановлено основні закономірності впливу
технологічних умов одержання кристалів та тонких плівок звичайних і напівмагнітних халькогенідних
напівпровідників та оксидів і нітридів металів на їх фізичні властивості, стехіометричність і структурну
досконалість. Ці закономірності встановлено на основі проведення комплексних магнітних, електричних,
оптичних і фотоелектричних досліджень. Створено на основі цих матеріалів прилади електроніки,
спінтроніки та фотовольтаїки. Досліджено залежність їх параметрів від типу матеріалу, конструкційних і
технологічних умов створення структур.

Реферат англійською:
 In this work, new crystals and thin films of ordinary and semimagnetic chalcogenide semiconductors and metal
oxides were obtained and investigated. The main regularities of the influence of the technological conditions for
the production of crystals and thin films of ordinary and semimagnetic chalcogenide semiconductors and metal
oxides and nitrides on their physical properties, stoichiometry and structural perfection have been established.
These regularities were established on the basis of complex magnetic, electrical, optical and photoelectric studies.
Devices for electronics, spintronics and photovoltaics were created on the basis of these materials. The
dependence of their parameters on the type of material, structural and technological conditions of creation of
structures is investigated.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
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і напівмагнітних напівпровідників приладів електроніки, спінтроніки та фотовольтаїки

Назва НТП англійською: Method for creating devices for electronics, spintronics and photovoltaics based
on bulk crystals and thin films of ordinary and semi-magnetic semiconductors
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Галузь застосування: напівпровідникова електроніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: В кристалах Hg1-x-yMnxFeyTe1-zSz, спостерігається ефект гігантського магнітоопору, який
сягає 75% при низьких температурах, це пов’язано з тим, що носії заряду, які приймають участь в переносі
струму взаємодіють із намагніченою «ферромагнітною» кластерною підсистемою (Fe-Fe-Fe) і стають сіин-
поляризованими, а такі спін-поляризовані носії заряду сильно розсіюються на «антиферомагнітних»
кластерах (Mn-S-Mn-S і Mn-Те-Mn-Те), оскільки магнітні моменти всередині кластерів і результуючі
магнітні моменти цих кластерів мають хаотичну орієнтацію. Із ростом вмісту 3d – елементів в кристалах Hg1-
x-yMnxFeyTe1-zSz падає концентрація носіїв заряду і значно зменшується їх рухливість, що зумовлено з
однієї сторони розсіюванням спін-поляризованих («ферромагнітними» кластерами типу Fe-Fe-Fe) носіїв
заряду на антифферомагнітних кластерах типу Mn-S-Mn-S і Mn-Те-Mn-Те, а з іншої, ввід атомів сірки в
твердий розчин Hg1-x-yMnxFeyTe додатково спотворює кристалічну гратку досліджуваних кристалів.
Дослідження магнітної сприйнятливості кристалів показали відсутність включень другої фази в кристалах,
дозволили визначити вміст магнітної компоненти (3d-елементів) в досліджуваних зразках, а також показали
наявність в кристалах кластерів типу Fe-Fe-Fe із прямою обмінною взаємодією феромагнітного характеру і
кластерів Mn-S-Mn-S, Mn-Те-Mn-Те, Mn–S–Fe–Te із непрямими обмінними взаємодіями
антиферомагнітного характеру всередині кластеру.
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